РАЗРАБОТКА БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ МИС УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ И МАЛОШУМЯЩИХ УСИЛИТЕЛЕЙ НА НИТРИДНЫХ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРАХ ДЛЯ ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИХ МОДУЛЕЙ НА ЧАСТОТУ 8-12 ГГЦ
Приоритетное направление:  Информационно-телекоммуникационные системы (ИТ)

Критическая технология:   Технологии информационных, управляющих, навигационных систем. 

Период выполнения: 5 июня 2014 г. – 31 декабря 2016 г..

Индустриальный партнер:  Открытое акционерное общество "ОКБ-Планета"

Цель исследования: Разработка методов проектирования схемных решений и технологий создания монолитных интегральных схем (МИС)  на нитридных наногетероструктурах. Разработка методов, научно-технических и технологических решений по созданию и производству МИС усилителей мощности и малошумящих усилителей для приемо-передающих модулей на частоту 8-12 ГГц. Разработка методов, научно-технических и технологических решений по создания кристаллов теплоотводящих подложек для МИС усилителей мощности. 
В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 5 июня 2014 года № 14.607.21.0011 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 4 в период с 1 января по 30 июня 2016 года выполнялись следующие работы:
1 Работы, выполненные (выполняемые) в отчетный период 

1.1 Работы, выполненные (выполняемые) за счет средств субсидии 

По п. 4.1 ПГ: проведены схемотехнические и электромагнитные расчеты МИС усилителей мощности и малошумящих усилителей X-диапазона частот по результатам исследований макетов;

По п. 4.2 ПГ: проведена корректировка прототипа топологии образцов МИС усилителей мощности и малошумящих усилителей Х-диапазона частот, по результатам расчетов;

По п. 4.3 ПГ: разработаны методы нанесения тонких слоев клея на полупроводниковые пластины и методики шлифовки и контроля качества шлифовки и глубины реза полупроводниковых пластин;

По п. 4.4 ПГ: выбраны режимы нанесения тонких слоев клея на полупроводниковые пластины и разработка методики шлифовки и контроля качества шлифовки и глубины реза полупроводниковых пластин;

По п. 4.5 ПГ: при участии соисполнителя ООО "Новэлком" изготовлен комплект фотошаблонов для изготовления экспериментальных образцов МИС малошумящих усилителей и усилителей мощности Х-диапазона частот;   

По п. 4.6 ПГ: при участии соисполнителя ИВС РАН изготовлены экспериментальные образцы МИС УМ и МШУ; 
По п. 4.7 ПГ: проведены экспериментальные исследований экспериментальных образцов МИС УМ и МШУ в соответствии с программой и методиками, в том числе исследование СВЧ характеристик экспериментальных образцов МИС усилителей мощности и малошумящих усилителей Х-диапазона частот.
1.2 Работы (мероприятия), выполненные (выполняемые) за счет внебюджетных средств 

По п. 4.8 ПГ: произведена закупка оборудования для проведения технологических операций по созданию монолитных интегральных схем для диапазона частот 8-12 ГГц на нитриде галлия.
2 Основные результаты, полученные в отчётный период
В результате выполненных работ разработана технологическая документация для маршрутной карты обработки пластин карбида кремния. Также разработана структурная схема экспериментальной линейки для обработки подложек карбида кремния 
При выполнении 4 этапа прикладных научных исследований «Разработка базовой технологии создания МИС усилителей мощности и малошумящих усилителей  на нитридных наногетероструктурах для приемо-передающих модулей на частоту 8-12 ГГц» получены топологии усилителя мощности и малошумящего усилителя для диапазона частот 8-12 ГГц. 
Топологии «Интегральный усилитель мощности для диапазона частот 
8-12 ГГц» и  «Интегральный малошумящий усилитель для диапазона частот 
8-12 ГГц» целесообразно зарегистрировать в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, так как при проведении патентных исследований не выявлено пространственно-геометрического расположения совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними, таких как у разработанных топологий.
Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.
